KƏNARDAN HƏYƏCANLANAN GENERA​TORLARIN SXEMLƏRİ
Güc gücləndiricilərinin sxemləri
Bipolyar tranzistorlar üzərində yığılmış azgüclü gücləndiricilər 30-1000 MHs tezlik diapazonunda iş üçün nəzərdə tutulmuşdur və vericilərin aralıq tezlikli pillələrində tətbiq olunurlar. Bu gücləndiricilərdə tranzistoru ümumi emitterli sxem üzrə qoşmaq məqsədəuyğundur. Belə ki bu halda kollektor keçidi vasitəsi ilə yaranan mənfi əks rabitə pillənin işini stabilləşdirir və onun dayanıqlığını yüksəldir. Belə gücləndiricinin güc üzrə güclənmə əmsalı kifayət qədər böyük olub bir neçə onlarla ola bilər. Güc üzrə güclənmə əmsalını azaltmaq zəruri olduqda emitter və ya baza dövrəsinə kiçik aktiv müqavimət (bir-neçə Om tərtibdə) qoşmaq olar. 
Bipolyar tranzistorlar üzərində yığılmış azgüclü gücləndiricinin sxemi şək. 19-da verilir. Razılaşdırıcı giriş dövrəsi 
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 gücləndiricinin harmonik gərginliklə oyadılmasını təmin edir. Sürüşmə və kollektor qida dövrələrində bloklayıcı elementlərdən 
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 ibarət süzgəclərdən istifadə olunmuşdur. Tranzistorun bazasına verilən müsbət sürüşmə 
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 müqavimətlərindən ibarət gərginlik bölücüsündə formalaşdırılır. Emitter dövrəsinə qoşulmuş Rэ müqaviməti gücləndiricinin stabil işini təmin edir. Bu müqavimətin seçilməsi ilə güc üzrə güclənmə əmsalının korreksiyası həyata keçirilir.  
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 – bölücü kondensatordur. Çıxışa qoşulmuş 
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 elementlərindən ibarət dövrə tranzistorun çıxış yük müqavimətini istifadəçinin müqaviməti ilə razılaşdırır və ikincidən başlayaraq harmonikaları zəiflədir. 
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 – kollektor qida mənbəyidir.
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Рис. 19
Bipolyar tranzistorlar üzərində yuxarıda verilən sxem üzrə yığılmış azgüclü gücləndi​ricinin çıxış gücü 1 mVt - 1 Vt intervalında, faydalı iş əmsalı isə (50–70)% olur.
İYT diapazonda istifadə olunan güclü gücləndirici pillələrdə güclü bipolyar tranzisto​run müqaviməti bir-neçə Om və Omun hissələri qədər olur. Tranzistorun giriş cərəyanı harmonik formaya yaxın olur. Giriş elektrodunun induktivliyi ilə yüksək harmonikaların zəifləməsi hesabına tranzistorun giriş cərəyanı harmonik formaya yaxın olur.
Ümumi emitterli sxem üzrə tranzistorlu güc gücləndiricisinin sxemi şək. 20-də verilir. Razılaşdırıcı giriş dövrəsi 
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 elementlərindən ibarətdir. Burada 
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 induktivliyi giriş cərəyanının harmonik formaya daha yaxın olmasını təmin edir. Çıxışdakı razılaşdırıcı dövrə 
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 elementləri üzərində yığılmışdır. Bloklayıcı və bölücü elementlərin istifadə məqsədi az güclü gücləndiricidən fərqlənmir.
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Рис. 20
Gücləndiricinin işinin daha yaxşı dayanıqlığını təmin etmək üçün tranzistoru ümumi bazalı sxem üzrə qoşmaq məqsədəuyğundur, belə ki kollektor–emitter keçidinin tutumunun tranzistorun digər keçidlərinin tutumundan kiçik olması səbəbindən əks rabitə ümumi emitterli sxemə nəzərən kiçik olur.

Ümumi bazalı sxemlə qoşulmuş tranzistor üzərində yığılmış güc gücləndiricisinin sxe​mi şək. 21-də verilmişdir. Bütün elementlərin istifadə məqsədi əvvəlki sxemdəki uyğun elementlərin istifadə məqsədinin eynidir. Maksimal faydalı güc 
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, kəsmə bucağının 90° qiymətində yüksək FİƏ almaq məqsədi ilə güc gücləndi​ricilərində sürüşmə gərginliyi sıfıra bərabər seçilir. Belə pillələrdə əldə edilən faydalı güc 1 Vt-dan çox olur.
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Рис. 21

Tezlik vurucularının sxemləri
Tezliyin vurulması effekti tranzistorun xarakteristikasının qeyri-xəttiliyinə əsaslanır.  Az güclü vurucular 100 MHs tezliklərə qədər işləyirlər. Bu tezliklərdə tranzistorun çıxıntı​larının induktivliklərini, bağlı emitter keçidinin tutumunu və kollektor materialındakı itki​ləri nəzərə almamaq mümkündür. Az güclü bipolyar tranzistorlar tezliyin ikiqat artırıl​ması halında 0,1 Vt-a qədər,  tezliyin üçqat artırılması halında isə 0,01 Vt-a qədər çıxış gücü təmin edə bilir. Onların FİƏ-si 30–40% həddində olur. Tezlik vurucuları adətən vericilərin aralıq pillələrində siqnalın eyni zamanda gücləndirilməsi və tezliyinin artırılması məqsədi ilə tətbiq olunurlar.

Az güclü tezlik vurucusunun sxemi az güclü gücləndiricinin sxemindən fərqlənmir (şək. 19). Əsas fərq tələb olunan kəsmə bucağını təmin edən gərginlik bölücüsünün 
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və tələb olunan harmonikanın ayrılmasını təmin edən çıxış dövrəsinin reaktiv elementlərinin  parametrlərinin seçilməsindədir. 
Güclü tranzistor vurucuları 100-1000 MHs tezlik diapazonunda işləyirlər. Bu tezliklərdə tranzistorun çıxıntılarının induktivliklərini, bağlı emitter keçidinin tutumunu və kollektor materialındakı itkiləri nəzərə almaq zəruridir. 
Güclü tranzistor vurucusunun sxemi şək. 22 – də verilir. 
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Рис. 21

Giriş dövrəsinin elementləri 
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 tranzistorun harmonik cərəyan ilə oyadıl​masını təmin edir, Rэ – avtomatik sürüşmə müqavimətidir. Vurucunun çıxışındakı 
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 elementlərindən ibarət dövrə tranzistorun yükünün çıxış müqavimətini (adətən yüzlərlə Om) istifadəçinin nisbətən kiçik müqavimətinə transformasiyasını və növbəti pillənin harmonik cərəyan ilə oyadılmasını təmin edir.
Gücləndiricidə tranzistor ÜE sxem ilə müqayisədə daha yüksək energetik parametrlər (
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)  təmin edən ÜB sxem üzrə qoşulmuşdur. Bu halda kollektor keçidinin tutumu ilə yaranan parazit əks rabitə olmur və çıxış cərəyanı impulsunun forma əmsalı azalmır.

Güclü tezlik vurucuları tezliyin ikiqat artırılması halında 2 Vt-a qədər,  tezliyin üçqat artırılması halında isə 0,1 Vt-a qədər çıxış gücü təmin edə bilir. Onların FİƏ-si 25–40% həddində olur.
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